












专利名称(译) 制造薄膜晶体管液晶显示器的方法

公开(公告)号 US6841428 公开(公告)日 2005-01-11

申请号 US10/722275 申请日 2003-11-25

[标]申请(专利权)人(译) SON KYOUNG SEOK
RIM SEUNG MOO
金贤金
CHO金晖

申请(专利权)人(译) SON KYOUNG SEOK
RIM SEUNG MOO
金贤金
CHO金晖

当前申请(专利权)人(译) 京东方HYDIS TECHNOLOGY CO.，LTD.

[标]发明人 SON KYOUNG SEOK
RIM SEUNG MOO
KIM HYUN JIN
CHO JIN HUI

发明人 SON, KYOUNG SEOK
RIM, SEUNG MOO
KIM, HYUN JIN
CHO, JIN HUI

IPC分类号 G02F1/1368 G02F1/136 G02F1/13 H01L21/00 H01L21/02 H01L29/66 H01L29/786 H01L21/205 
H01L21/70 H01L21/336 H01L21/318 H01L21/84 H01L21/77

CPC分类号 H01L29/78603 H01L29/66765 H01L27/1214

代理机构(译) LADAS＆PARRY LLP

审查员(译) 陈，JACK

优先权 1020030019956 2003-03-31 KR

其他公开文献 US20040191969A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明涉及一种制造薄膜晶体管液晶显示器的方法，包括步骤：在绝缘基板上形成栅电极;在包括栅电极的绝缘基板上连续形成第一
和第二绝缘膜，第一绝缘膜在包括功率，压力和电极间隔的第一沉积条件下形成，第二绝缘膜在第二沉积条件下形成，其中第二绝
缘膜中的至少一个第一沉积条件随时间连续变化;在第二绝缘膜上依次形成第一和第二非晶硅层，形成有源层;在有源层上依次形成
欧姆接触层和源/漏电极;在包括源/漏电极的所得结构上形成保护膜。
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